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M. PAWŁOWSKA, A. HRUSAN:"Wpływ defaktów strukturalnych podłoża na doskona-
łość strukturalne heteroepltaksjalnych warstw GaA8j_j^ Pj^/GaAs (x • 0,4)" 

Badano wpływ defektów strukturalnych istnlajęcych w podłożu na doakonałość 
struktury warstw epitaksjalnych G8ASj_jęPjj (x«0,4'). 
Posługiwano się metody Integralnych obrazów katodolumlnescencjl. 
Pokazano, że głównie technologiczne paranetry procesu osadzania naję wpływ 
na doskonałość struktury krystalicznej obszaru warstwy o stałym składzie. 
Tylko nakrodefekty, jak bloki mozaiki, przechodz« z podłoża na powierz-
chnię warstwy. 

a. FRYDRYCHCWICZ, M. KOOOECKI, R. SwiŁŁO:"Podwyższenie wiarygodności rent-
genograficznych badań materiałowych przez zastosowanie metody regularyza-
cjl" 

Przy interpretacji wyników pomiarów zagadnienia tzw. proste coraz bardziej 
trac9 na znaczeniu na rzecz zagadnień odwrotnych. W rentgenograficznych ba-
daniach materiałowych do tych ostatnich należę procedury wykorzystujęce 
splot lub korelację. 
Z matematycznego punktu widzenia sę to zagadnienia niepoprawnie postawione, 
co zmniejsza pojemność informacyjne eksperymentu dyfrakcyjnego. 
W pracy omówiono przykłady młęczenia procedury regularyzacji zaproponowanej 
przez A. Tichonowa do obliczeń zwlęzanych z dwiema grupami zagadnień mate-
rlałoznawczych: wyznaczaniem rozkładu wymiarów częstek układu koloidalnego 
(Ag2S) metodę małokętowego rozpraszania promieni X oraz określeniem rozkładu 
wymiarów krystalitów w MgO 1 wolframie metodę analizy profilu prężka rentge-
nowskiego. 

G, ADAMKIEWICZ, A. BAJOR, W. WIERZCHOWSKI:"Symetrla odkształceń sieci mono-
kryształów o orientacji <111> otrzymanych metodę Czochrelsklego" 

Próbki GaP i Si o orientacji <111> otrzymane metodę Czochrelsklego badano 
za pomocę metody elastooptycznej oraz metody rentgenowskiej topografii 
dwukrystalicznej. W pracy przedstawiono przykłady obrazów polaryskopowych 
i topogramów rentgenowskich monokryształów z odkształceniami o przewadze 
symetrii osiowej 1 trójkrotnej. Stosowane metody uzupełniaję się wzajem-
nie, dzięki czemu otrzymuje się pełniejszę interpretację zjawisk występu-
jęcych w materiałach półprzewodnikowych. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, D. LIPiftSKI, 3. SKWARCZ, J. SARNECKI:"Krzemowe 
warstwy epitaksjalne domieszkowane As dla mikrofalowych tranzystorów typu npn" 

Opisano metodę otrzymywania epitaksjalnych warstw krzemowych domieszkowanych 
arsenem. Obniżenie autodomieszkowania uzyskano przez stosowanie dwuetapowego 
procesu wzrostu epitaksjalnego. 
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M. PAWŁOWSKA, A. HRUBAN:'^nfluence of substrate defect structure on the 
structure perfection of heteroepltaxial layers GaASj^_jjPjj/GaAs (x«0.4^ " 

Influence of substrate defect structure on the structure perfection of 
epi-layers (xaO.4) have been studied by cathodolumlnescence method. 
The technological parameters of epitaxial growth decide on the structure per-
fection of the constant composition region. Only macrodefects structure as 
mosaic threade from substrate to the surface of epl-layer. 

0. FRYDRYCHOWICZ, M. KOJOECKI, R. SwiŁŁO: "On greater reliability of X-ray 
materials testing by application of regularlzatlon method" 

Recently more end more often one applies 6o called Inverse problems Instead 
of direct ones to Interpret the results of measurements. Procedures with 
convolution or correlation Integrals are the examples of such problems In 
X-ray materials testing. 
From the point of view of mathematics these problems are Improperly posed; It 
causes the Information content of X-ray diffraction experiments to diminish. 
In this work the examples of Inclusion of regularlzatlon method proposed by 
A, Tlkhonov Into computations associated with two problems of materials 
science are dlsscused; they are determination of particle size distribution 
In colloidal suspension (Ag2S) from small angle X-ray scattering and 
determination of crystallite size distribution in MgO and W powders from X-ray 
line profile analysis. 

G. ADAMKIEWICZ, A. BAOOR, W. WIERZCHOWSKIi"Symmetry of strain in <111> oriented 
Czochralski-grown crystals" 

GaP and 81 s*nples of <llll> orientation cut off from Czochralski-grown crystals 
are examined by means of elastooptic and X-ray double crystal topographic 
methods. The examples of monocrystals with domination of either axial or 
threefold symmetry of strain are presented. The applied methods ere complenen-
tary and provide more complete Information of strain and defects in 
semiconductor crystals. 

E. NOSSARZEWSKA-ORLaVSKA, D. LIPlRlSKI . 0. SKWARCZ, 3. SARNECKI: "Epitaxial 
silicon layers As doped for microwave npn transistors-

Epitaxial process for As doped silicon layers for microwave npn trenslstors 
is described. 
The method of Uniting the autodoplng by means of 2-steps epitaxial growth 
is described. 
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M. nABJlOBCKA, A. XPYBAH: 'B;iHHHHe Ae(}ieKTHOCTH no^-noxKH na coBepineHCTBO CTpyKTypu 
reiepoonHTaKCHajbHux oJioeB GaAs^_^P^/GaAs (x»0,Í4)" 

BjHHHHe AeifeKTHOOTH nOÄJioKKH Ha coBepraeHCTBo cipyKiypu snHiaKCHajibHtix oaoeB 
(x=0,4)HCOjieflOBajioob c noMombu pacipoBoro ojreKipoHHoro MHKpoc-

Kona B peacHMe KaiOflOJDOMHHeoiieHiiHH, IIoKaaaHO, mto lexHOJiorHMecKHe napaiieTpa npo-
iiecca ocasc^eHHH onpeaeJiaioT ooBepmeHciBO KpHCTajiJHieCKoft cipyKiypu cjioa b oÖJiacTH 
c nocTOHHHbiM coflepxaHHeM (})0Cí|)0pa. ToJibKO MaKpofle$eKTH b BH^e MosaHMecKoft cipyKiy-
pu npoHHKaioT o nofljiojCKH Ha nOBepxHOCib CJioa. 

E. œPbUPHXOBHH, M. KOMflaUKH, P. CbBHJUI0:"0 noBumeHHH flocTOBepnocTH penirenorpa-
i}iHieOKHX HCnHiaHHli MaiepnajioB nyiëM npHMeneKHa Meio^a peryjiapHsaiiHH" 

K HHTepnpeiauHH pesyjbiaioB HSMepenHił Boë lanje b necio lax nastiBaeMHX npsMHX sa-
AaM BBOAflicH oSpaiHue sa^aiu. 
B peHTreHorpa(j)HwecKHX HcnHiaHHHX MaiepnaTOB k 3thm nocjieflHHM npHHafl^iexai npoijefflf-
pu c HCn0;lb30BaHHeM CBëpiKH HJIH KOppejIHUHH. 
MaTeMaTHieCKH - a m sasaiH neKoppeKTHO nociaBaeHU, n o yweHmaei HHifopMaqHK) 
flociynny b ÄH(}x5)paKi<H0HH0M DKOnepHueHie. 
B paßoTe oÖcyxÄeHO npHwepa BKJiioieHHH Meio^a pe^y;IHpH3a^HH npefljioxeHHOro 
A. H. Thxohobum b buihcjieHHH, conyiciByiomHe AByu aa^a^au MaiepHajiOBefleHHa; 
onpe^e^ieHHH pacnpe^eJieHHH pasMepoB laciHii K0Ji;i0H;(a (AgjS ) MeiOflOM MajioyrjcoBoro 
paccea iHH peHireHOBCKHX Jiŷ eft h onpe^eJieHHH pacnpe^e^ieniui pasMepoB KpHCiaJiJiHiOB 
nopoDKOB MgO H BOJibiiipaMa MeiOAOM anajiHsa i|>opMŁi jihhhh peHireHOBOKHX Jiŷ eft. 

r. A-íAMKEBííM, A. BAHOP, 3 . BEiXOBCKH:"CHMMeipHH Ae(})opMa^Hä pemeiKH b MOHOKpHOiaji-
jiax c opHeHiaaHeil <111> noJiyjeKHx Meio^oM HoxpaJibOKoro!' 

.'ei})opMaiiHH pemeiKH B oSpaaqax (j)0C({iHÄa rajuiaa h KpeMHOs c opHeHiaifHeft k Hanpasjie-
HHJO <111>, noJiyieHU Meio^oM MoxpajibCKoro, Öhjih Hccjie^OBaHH c noMombio ojiacio-
oniH^eoKoro meioaa h peHireHOBCKClł ^ByxKpHCiajibHoft Tonorpa(j)HH. B paOoie npe^-
CTaBjeHH npHMepu HsoßpaxeHHfl no;iy<łeHbix MOHOKpHCiajiJioB xapaKTepH3yK)ąHxca 
;ie<}iopMaijHeił c nepesecoM ocesoft h ipexKpaiHofl chmmgtphh. Síth Meioflu oxasajiHCb 
ÄonojiHHieJibHHMH fljiíi xapaKiepHCTHKH HCKaaeHH» pemeiKH b nojiynpoBOAHHKOBHX Maiepna-
jiax. 

3, HOCCAllOBCKA-OPHOBCKA, JIHIMHbCKH, E. CKBAP4, E. CAPH3UKH:"KpeMHeBue 3nH-
TaKCHajibHHe CJOH jerHpoBaHHhie As ajih mhkpobojihobmx npn TpaH3HCTopoB" 
IpeaciaBJieH MeiOA nojiy^enH« KpeMHeBux snniaKCHajibHux cjioëB jierHpoBaHHHx As fljia 
MHKPOBO^IHOBUX npn ipaHSHOTOpOB, 
OnHoaH Meiofl noHHxeHHH aBionernpoBaHHa nyiëM 2-CTeneHHoro anniaKCHajibHOro 
pocia. 
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Oata nadania stopnia doktora nauk fizycznych; 1986.06,19. 

BADANIE WIDM EMISY3NYCH SERII K MIEDZI I NIKLU ZA POMOC/Oi 
OEDNOKRYSTALICZNEGO SPEKTROMETRU Z WYKORZYSTANIEM ROZBIEŻNEJ 
Wli^ZKI PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO 

W pracy przedstawiono własnej konstrukcji układ do pomiaru widm 
rentgenowskich, oparty o jodnokrystaliczny spektrometr i mikro-
ogniskowę lampę rentgenowskę. Układ charakteryzował się wysokg 
dyspersję i zdolnośclę rozdzielczę. 

Zmierzono widma pasma walencyjnego 5 o'"®^ 5' 
Porównanie otrzymanych v<yników z pracami teoretycznymi oraz widmami 
wyższych serii promieniowania rentgenowskiego pozwoliło na dyskusję 
pewnych nowych szczegółów struktury energetycznej w miedzi i w niklu. 
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